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(57)【要約】
【課題】　スイッチングのタイミング調整が不要になり
、構造も簡素化できるＬＰＨＣＳＬ伝送方式におけるド
ライバを提供する。
【解決手段】　ＬＰＨＣＳＬ伝送方式におけるドライバ
であって、ＰＭＯＳトランジスタＴｒ１とＮＭＯＳトラ
ンジスタＴｒ２とを組み合わせたスイッチング素子であ
り、その第１の出力端子ＯＵＴ１に第1の伝送線路が接
続される第1のＣＭＯＳ型トランジスタ５と、第1のＣＭ
ＯＳ型トランジスタ５と同構成のスイッチング素子であ
り、その第２の出力端子ＯＵＴ２に第２の伝送線路が接
続される第２のＣＭＯＳ型トランジスタ６と、第1およ
び第２のＣＭＯＳ型トランジスタ５，６に所定電圧の電
力を供給する電圧レギュレータ１と、第1のＣＭＯＳ型
トランジスタ５のスイッチングのためのスイッチング信
号を供給する第1のプリバッファ３と、第２のＣＭＯＳ
型トランジスタ６のスイッチングのためのスイッチング
信号を供給する第２のプリバッファ４とを有する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＰＨＣＳＬ伝送方式におけるドライバであって、
　ＰＭＯＳトランジスタとＮＭＯＳトランジスタとを組み合わせたスイッチング素子であ
り、その第１の出力端子に第1の伝送線路が接続される第1のＣＭＯＳ型トランジスタと、
　前記第1のＣＭＯＳ型トランジスタと同様構成のスイッチング素子であり、その第２の
出力端子に第２の伝送線路が接続される第２のＣＭＯＳ型トランジスタと、
　前記第1および第２のＣＭＯＳ型トランジスタに所定電圧の電力を供給する電圧レギュ
レータと、
　前記第1のＣＭＯＳ型トランジスタのスイッチングのためのスイッチング信号を供給す
る第1のプリバッファと、
　前記第２のＣＭＯＳ型トランジスタのスイッチングのためのスイッチング信号を供給す
る第２のプリバッファと、
を有することを特徴とするＬＰＨＣＳＬ伝送方式におけるドライバ。
【請求項２】
　請求項１に記載するＬＰＨＣＳＬ伝送方式におけるドライバにおいて、
　前記第1および第２のＣＭＯＳ型トランジスタと前記第1および第２の出力端子との間に
所定抵抗値の第１の抵抗素子および第２の抵抗素子をそれぞれ並列に接続したことを特徴
とするＬＰＨＣＳＬ伝送方式におけるドライバ。
【請求項３】
　請求項1または請求項２に記載するＬＰＨＣＳＬ伝送方式において、
　前記第1および第２のプリバッファは、ＣＭＯＳ型トランジスタで形成したことを特徴
とするＬＰＨＣＳＬ伝送方式におけるドライバ。
【請求項４】
　請求項２または請求項３に記載するＬＰＨＣＳＬ伝送方式において、
　前記プリバッファは、
一方の入力端子にイネーブルラインの出力を入力し、他方の入力端子に伝送信号を入力す
るとともに、前記第1または第3のトランジスタのゲートにスイッチング信号を供給するナ
ンド回路と、
一方の入力端子に前記イネーブルラインの出力をインバータで反転して入力し、他方の入
力端子に前記伝送信号を入力するとともに、前記第２または第４のトランジスタのゲート
にスイッチング信号を供給するノア回路と、
を有することを特徴とするＬＰＨＣＳＬ伝送方式におけるドライバ。
【請求項５】
　請求項４に記載するＬＰＨＣＳＬ伝送方式において、
　前記第1および第2の抵抗素子に直列にｎ型のＭＯＳトランジスタを接続し、該ＭＯＳト
ランジスタのゲートに前記イネーブルラインの出力を入力するように構成したことを特徴
とするＬＰＨＣＳＬ伝送方式におけるドライバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＬＰＨＣＳＬ伝送方式におけるドライバに関する。
【背景技術】
【０００２】
　比較的長距離の高速な通信では、ノイズ耐性などにすぐれる差動信号を利用した差動伝
送方式が汎用されている。差動伝送方式に用いる差動信号には各種規格があるが、その一
種としてのHCSL(High-speed current steering logic)方式が古くから提案されている。
これを、図４に示す。同図中、０１はＨＣＳＬ方式のドライバ、０２は信号を受けるＬＳ
Ｉで形成したレシーバで、これらドライバ０１とレシーバ０２との間を伝送線路（特性イ
ンピーダンスＺ０＝５０Ω）０３，０４で接続している。
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【０００３】
　ここで、HCSL伝送方式に用いるドライバ０１は、基本的に電流ソース型、すなわち出力
がハイ・インピーダンスであって、終端抵抗(ほとんどの場合は５０Ω)Ｒ０１，Ｒ０２に
対して約０．７５Ｖの信号振幅が得られるような電流が交互に切替えて供給される。そし
て、終端抵抗Ｒ０１，Ｒ０２を、レシーバ０２に近接したボード上に配設することで、不
要な反射を可及的に抑制する構成となっている。それでも、リンギングなどが発生するこ
とがあるので、ドライバ出力の間近にも、20～30Ω程度のダンピング抵抗Ｒ０３，Ｒ０４
を配設することが推奨されている。
【０００４】
　上述のHCSL方式に対し、LPHCSL(Low power high-speed current steering logic)方式
では、図５に示すように、ドライバ０１の出力側を、ＨＣＳＬ方式の電流ソース型から、
線路０３，０４の特性インピーダンス(殆どの場合は50Ω)に出力抵抗が整合したプシュプ
ルバッファに変更する一方、レシーバ０２側には終端抵抗を配置せずハイ・インピーダン
スとすることで敢えて信号反射を起こし、レシーバ０２端に現れる電圧振幅が、ドライバ
０１から発射する出力振幅の２倍になるようにする。ここで、レシーバ０２側からドライ
バ０１側に戻る反射波は、ドライバ０１の出力抵抗が線路０３，０４の特性インピーダン
スＺ０とインピーダンス整合しているので、そこで吸収される。この結果、ボード上では
、終端抵抗やダンピング抵抗が不要となり、部品点数が削減される。また、ＨＣＳＬ方式
における終端抵抗Ｒ０３，Ｒ０４（図０１参照）でのDC的な電流消費が無い分、低消費電
流化を図ることができる。
【０００５】
　LPHCSL方式を採用する従来技術に係る差動伝送方式を開示する文献として特許文献1が
公知となっている。ここで、特許文献１に開示する伝送方式では、2個一組で交互にスイ
ッチング動作する4個二組のトランジスタがいずれもｎチャンネルのＭＯＳトランジスタ
で形成してある。このため、2個づつ交互に各ＭＯＳトランジスタを動作させるための電
圧を生成するには、一方の組および他方の組に独立にスイッチング電圧を供給する2個の
プリバッファ回路が必要になる。
【０００６】
　この結果、2個のプリバッファ回路からは、2種類の動作信号が正確なタイミングで生成
されるように、厳密なタイミング調整を行う必要がある。
【０００７】
　この結果、特許文献1等に開示する従来のＬＰＨＣＳＬ方式では、2個のプリバッファ回
路間のタイミング調整等に手間がかかり、またこれに伴う構成が複雑になるという課題が
あった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許登録　７，８３０，１７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上記従来技術に鑑み、スイッチングのタイミング調整が不要になり、構造も
簡素化できるＬＰＨＣＳＬ伝送方式におけるドライバを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成する本発明の第１の態様は、
　ＬＰＨＣＳＬ伝送方式におけるドライバであって、
　ＰＭＯＳトランジスタとＮＭＯＳトランジスタとを組み合わせたスイッチング素子であ
り、その第１の出力端子に第1の伝送線路が接続される第1のＣＭＯＳ型トランジスタと、
　前記第1のＣＭＯＳ型トランジスタと同様構成のスイッチング素子であり、その第２の
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出力端子に第２の伝送線路が接続される第２のＣＭＯＳ型トランジスタと、
　前記第1および第２のＣＭＯＳ型トランジスタに所定電圧の電力を供給する電圧レギュ
レータと、
　前記第1のＣＭＯＳ型トランジスタのスイッチングのためのスイッチング信号を供給す
る第1のプリバッファと、
　前記第２のＣＭＯＳ型トランジスタのスイッチングのためのスイッチング信号を供給す
る第２のプリバッファと、
を有することを特徴とする。
【００１１】
　本発明の第2の態様は、
　第１の態様に記載するＬＰＨＣＳＬ伝送方式におけるドライバにおいて、
　前記第1および第２のＣＭＯＳ型トランジスタと前記第1および第２の出力端子との間に
所定抵抗値の第１の抵抗素子および第２の抵抗素子をそれぞれ並列に接続したことを特徴
とする。
【００１２】
　本発明の第3の態様は、
　第1または第２の態様に記載するＬＰＨＣＳＬ伝送方式において、
　前記第1および第２のプリバッファは、ＣＭＯＳ型トランジスタで形成したことを特徴
とする。
【００１３】
　本発明の第4の態様は、
　第１～第３の態様に記載するＬＰＨＣＳＬ伝送方式において、
　前記プリバッファは、
一方の入力端子にイネーブルラインの出力を入力し、他方の入力端子に伝送信号を入力す
るとともに、前記第1または第3のトランジスタのゲートにスイッチング信号を供給するナ
ンド回路と、
一方の入力端子に前記イネーブルラインの出力をインバータで反転して入力し、他方の入
力端子に前記伝送信号を入力するとともに、前記第２または第４のトランジスタのゲート
にスイッチング信号を供給するノア回路と、
を有することを特徴とする。
【００１４】
　本発明の第5の態様は、
　第4の態様に記載するＬＰＨＣＳＬ伝送方式において、
　前記第1および第2の抵抗素子に直列にｎ型のＭＯＳトランジスタを接続し、該ＭＯＳト
ランジスタのゲートに前記イネーブルラインの出力を入力するように構成したことを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば所定の伝送信号を生成する２個一組のトランジスタをＣＭＯＳ型トラン
ジスタで形成したので、当該ＣＭＯＳ型トランジスタを形成するＰＭＯＳトランジスタと
ＮＭＯＳトランジスタを動作させるプリバッファは、１個で済む。この結果、プリバッフ
ァは、従来技術のように、2種類の動作信号が正確なタイミングで生成されるように、厳
密なタイミング調整を行う必要はなく、これに伴う構成の簡素化も実現し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態に係るＬＰＨＣＳＬ伝送方式におけるドライバを示すブロッ
ク図である。
【図２】図１に示すドライバのプリバッファ部分を抽出し、その具体例を示すブロック図
である。
【図３】図１に示すドライバのプリバッファ部分を抽出し、その他の具体例を示すブロッ
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ク図である。
【図４】従来技術に係るHCSL(High-speed current steering logic)方式の伝送系を概念
的に示す説明図である。
【図５】従来技術に係るLPHCSL(Low power high-speed current steering logic)方式の
伝送系を概念的に示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づき詳細に説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の実施の形態に係るＬＰＨＣＳＬ伝送方式におけるドライバを示すブロ
ック図である。同図に示すように、本形態に係るドライバは、調整電圧ＶREGが所定電圧
（例えば、１．５ｖ）に調整された電圧レギュレータ１、逆論理の２種類の２値信号を生
成する信号生成部２、第１および第２のプリバッファ３，４、第１および第２のＣＭＯＳ
型トランジスタ５，６、第１および第２の出力端子ＯＵＴ１，ＯＵＴ２を有している。そ
して、電圧レギュレータ１から供給する調整電圧ＶREGを第１および第２のＣＭＯＳ型ト
ランジスタ５，６のスイッチング動作によりオン、オフさせて逆位相の２種類の伝送信号
を生成し、第１および第２の出力端子ＯＵＴ１，ＯＵＴ２に接続する第１および第２の伝
送路（いずれも図示せず；以下同じ）を介し受信端に向けて差動伝送する。
【００１９】
　さらに詳言すると、第１のＣＭＯＳ型トランジスタ５は、ＰＭＯＳトランジスタＴｒ１
とＮＭＯＳトランジスタＴｒ２からなるスイッチング素子であり、その出力側が第１の出
力端子ＯＵＴ１を介して第１の伝送路に接続されている。また、第２のＣＭＯＳ型トラン
ジスタ６は、ＰＭＯＳトランジスタＴｒ３とＮＭＯＳトランジスタＴｒ４からなるスイッ
チング素子であり、その出力側が第２の出力端子ＯＵＴ２を介して第２の伝送路に接続さ
れている。
【００２０】
　ここで、第１および第３のＰＭＯＳトランジスタＴｒ１，Ｔｒ３のオン抵抗は、第１お
よび第３のＰＭＯＳトランジスタＴｒ１，Ｔｒ３のトランジスタサイズと、これらにそれ
ぞれ直列に接続された調整抵抗素子Ｒ３，Ｒ５により１００オームになるように調整され
ている。同様に、第２および第４のＮＭＯＳトランジスタＴｒ２，Ｔｒ４のオン抵抗は、
第２および第４のＮＭＯＳトランジスタＴｒ２，Ｔｒ４のトランジスタサイズと、これら
にそれぞれ直列接続された調整抵抗素子Ｒ４，Ｒ６により１００オームになるように調整
されている。
【００２１】
　さらに、第1および第２のＣＭＯＳ型トランジスタ５，６と第1および第２の出力端子Ｏ
ＵＴ１，ＯＵＴ２との間には所定抵抗値（本例では１００オーム）の第１の抵抗素子Ｒ１
および第２の抵抗素子Ｒ２がそれぞれ並列に接続してある。
【００２２】
　本形態において、第１の抵抗素子Ｒ１および第２の抵抗素子Ｒ２を並列に接続すること
は必須ではない。出力インピーダンスの整合および波形振幅の調整を適切に実現すること
ができれば、第１および第２の抵抗素子Ｒ１，Ｒ２を省略することができる場合がある。
すなわち、次の条件が成立する場合である。
【００２３】
　第１および第２の抵抗素子Ｒ１，Ｒ２の抵抗値（Ｒ１，Ｒ２）＝Ｚ０・（VREG－Ｖswin

g）（オーム）・・・（式１）、として決定される。
　ここで、
Ｚ０；第１および第２の出力端子ＯＵＴ１，ＯＵＴ２に接続される第１および第２の伝送
線路の特性インピーダンス、
ＶREG；電圧レギュレータ１から供給する調整電圧、
Ｖswing；第１および第２の伝送線路のレシーバ側で要求される信号電圧振幅である。
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【００２４】
　第１および第２の抵抗素子Ｒ１，Ｒ２が不要な場合とは、この部分の抵抗値が無限大、
すなわち前記式（１）において、（VREG＝Ｖswing）となる場合である。かかる条件は、
本形態（特性インピーダンスＺ０＝５０（オーム））の場合、第１および第２の抵抗素子
Ｒ１，Ｒ２の抵抗値がそれぞれ５０（オーム）のときに成立する。
【００２５】
　本形態は、Ｚ０＝５０（オーム）、VREG＝１．５（ｖ）、Ｖswing＝０．７５（ｖ）の
場合であるが、同様の場合で、Ｚ０＝５０（オーム）、Ｖswing＝０．７５（ｖ）に対し
て、例えばVREG＝１．２（ｖ）と設定すると、ＰＭＯＳトランジスタＴｒ１，Ｔｒ３およ
びＮＭＯＳトランジスタＴｒ２，Ｔｒ４のオン抵抗は８０オーム、第１および第２の抵抗
素子Ｒ１，Ｒ２の抵抗は約１３３（オーム）となるように設計する。このとき、消費電流
は前述の場合よりも最大で約２（ｍＡ）削減される。このようにＶREGを削減すると、電
流は削減し得るが、第１および第３のＰＭＯＳトランジスタＴｒ１，Ｔｒ３ならびに第２
および第４のＮＭＯＳトランジスタＴｒ２，Ｔｒ４のスイッチングスピードが遅くなり波
形が鈍るとともに、特に第１および第３のＰＭＯＳトランジスタＴｒ１、Ｔｒ３側で所定
のオン抵抗を得ることが困難になってくるので、ＶREG＝１．２～１．５（ｖ）程度が好
適である。
【００２６】
　同様に、特性インピーダンスＺ０＝７５（オーム）の伝送線路の系統に適用する場合の
例としては、Ｚ0＝７５(オーム)、ＶREG＝１．５Ｖ、Ｖswing＝０．７５Ｖとすると、Ｐ
ＭＯＳトランジスタＴｒ１，Ｔｒ３およびＮＭＯＳトランジスタＴｒ２，Ｔｒ４のオン抵
抗は１５０（オーム）、第１および第２の抵抗素子Ｒ１，Ｒ２の抵抗は約１５０（オーム
）となるように設計すれば良い。
【００２７】
　次に、第１および第２のプリバッファ３，４の具体例に関して説明する。図２は、図１
に示すドライバのプリバッファ部分を抽出し、その具体例を示すブロック図である。なお
、本図では第１の出力端子ＯＵＴ１側（プリバッファ３側）のみを示す。出力端子ＯＵＴ
２側（プリバッファ４側）は同構成であるので説明を省略する。
【００２８】
　本例に示す第１のプリバッファ３は、第３のＣＭＯＳ型トランジスタ７で形成してある
。かかる第１のプリバッファ３は、ＰＭＯＳトランジスタＴｒ５およびＮＭＯＳトランジ
スタ６のそれぞれのドレインにオン抵抗調整用の抵抗素子が付いているが、出力バッファ
形式としては単純なＣＭＯＳ型出力バッファとして構成してある。このため、プリバッフ
ァとしても非常に単純なＣＭＯＳ型出力バッファ用のもので済んでしまう。最も単純なも
のは、インバータである。
【００２９】
　図３は、図１に示すドライバのプリバッファ部分を抽出し、その他の具体例を示すブロ
ック図である。なお、本図でも第１の出力端子ＯＵＴ１側（プリバッファ３側）のみを示
す。
【００３０】
　本例は、出力端子ＯＵＴ１に得られる出力をトライステート（Ｈｉ‐Ｚ）とする場合で
ある。本例におけるバッファ３は、ナンド回路３Ａおよびノア回路３Ｂを有している。こ
こで、ナンド回路３Ａは、一方の入力端子にイネーブルライン８の出力を入力し、他方の
入力端子に伝送信号Ｓを入力する。そして、第1のトランジスタＴｒ１のゲートにナンド
回路３Ａの出力であるスイッチング信号を供給する。
【００３１】
　一方、ノア回路３Ｃは、一方の入力端子にイネーブルライン８の出力をインバータ３Ｂ
で反転させて入力し、他方の入力端子に伝送信号Ｓを入力する。そして、第２のトランジ
スタＴｒ２のゲートにノア回路３Ｃの出力であるスイッチング信号を供給する。
【００３２】



(7) JP 2021-176216 A 2021.11.4

10

20

　本形態において、所望のトライステートは、第1の抵抗素子Ｒ１に直列にｎ型のＭＯＳ
トランジスタＴｒ７を接続し、このＭＯＳトランジスタＴｒ７のゲートにイネーブルライ
ン８の出力を入力するように構成することでも実現できる。
【符号の説明】
【００３３】
　１　　　電圧レギュレータ
　３　　　第1のプリバッファ
３Ａ　　　ナンド回路
３Ｂ　　　インバータ
３Ｃ　　　ＮＯＲ回路
　４　　　第２のプリバッファ
　５　　　第1のＣＭＯＳ型トランジスタ
　６　　　第２のＣＭＯＳ型トランジスタ
　７　　　第３のＣＭＯＳ型トランジスタ
　８　　　イネーブルライン
　Ｓ　　　伝送信号
Ｔｒ１　　　ＰＭＯＳトランジスタ
Ｔｒ２　　　ＮＭＯＳトランジスタ
Ｔｒ７　　　ＮＭＯＳトランジスタ
ＯＵＴ１　　　第１の出力端子
ＯＵＴ２　　　第２の出力端子
Ｒ１　　　第1の抵抗素子
Ｒ２　　　第２の抵抗素子

【図１】 【図２】
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